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A CMOS képérzékelb eszk6zok miikddése a panelekben talalhatéd fotodioda kiliritett
térrészében lezajlé generacioén alapul.

Mikroelektronikai technolégiaban alkalmazott (fotolitografiaban) fény hullamhossza
200nm nagysagrendi (pontosan: 193nm)

Tobbszoros leképzést a mikroelektronikai technoldgia fotolitografiai I€épésénél
alkalmaznak és célja a felbontas ndvelése.

Homogén bazis adalékolasu tranzisztorok esetén a (kisebbségi) téltéshordozdkat a
diffiziés aram mozgatja az EB és BC atmenet k6zott.

Adalékolt félvezetében a toltéshordozo siiriség kdzvetlen dsszefliggésben van a
Fermi-szint és a intrinsic Fermi-szint tavolsagaval.

A bipolaris tranzisztor esetén az emitter sokkal jobban adalékolt, mint a bazis. A bazis
szélessége pedig a (kisebbségi) téltéshordozok (diffazids)tavolsaganal kisebb.
Egy CMOS technolégian, CMOS kapcsolastechnikaval megvalositott logikai kapu
p-csatornas MOS tranzisztoranak bulk-jat a VDD (tap) potencialra kell kapcsolni.

A savdiagrammon a vegyérték és a vezetési sav kozott a tiltott sav talalhato.

A diffaziés hossz megmutatja, hogy milyen mélységig hatolnak be a kisebbségi
toltéshordozok, miel6tt rekombinaléodnak.

Abrupt atmenet eléallitdsara epitaxia vagy ionimplantacié alkalmazasaval van
lehetbség.

Modern fotolitografiaban a 193nm alatti felbontas argon fluorid lézer (ArF), LELE,
SADP, SAQP, immerziés litografia, fazistol6 maszkok (PSM), (4-et kell tudni)
alkalmazasaval érhet6 el.

Egy egyszer( foldelt source-u erésité alapkapcsolas erésitésének meghatarozasara
AC szimul&ciot érdemes futtatni.

A More than Moore integracié esetén kilénb6z6 technologian megvalositott
eszkozoket helyeziink el System in Package konstrukciéban.

A ring-oszcillator frekvenciaja az azt felépitd inverterek szamatol és
(kapu)késleltetésétol fligg.

A tanszéki félvezet6 laborban PMOS gyartastechnolégiaval tudunk félvezetd
eszkozoket elballitani.

Az abran lathato bipolaris technolégiaval megvaldsitott alkatrész egy NPN bipolaris
tranzisztor.

A folytonossagi/diffuziés egyenleteknek kdzponti szereplk van a félvezet6
eszk6z6k mikoddésének leirasaban.

Modern aramkoéri tokozasok kialakitasanal (pl: FCPGA) célunk a minél kisebb héut
elérése, minél kevesebb TIM réteg alkalmazasaval.

Eddig tartott a 2019.03.28-i el6adas

KERDESEK A DIAKROL:

A JFET tranzisztor m(ikédése a PN atmenet(ek) -Kilriteses- rétegének -szelesseg-
valtozasan alapul.



Mikroelektronikai technoldégiaban alkalmazott (fotolitografiaban) fény hullamhossza

-193nm- nagysagrendd.

Toébbszords leképzést a mikroelektronikai technoldgia -fotolitografia- 1epésénél
alkalmaznak és célja a -felbontas- novelése.

Homogén bazis adalékolasu tranzisztorok esetén a (kisebbségi) tdltéshordozdkat a
difftizid mozgatja a EB és BC atmenet kozott.

A bipolaris tranzisztor esetén az -gmitter- sokkal jobban adalékolt, mint a bazis.
A bazis szélessége pedig a (kisebbségi) toltéshordozok -diffliziés hosszanal- kisebb.
Kérdések zh-rol

1. Modern MOS-FET eszkdzok esetén a forré elektron jelenség megelzésére -LDDH-
alakitanak ki.

2. A n csatornas névekményes MOS-FET tranzisztorok esetén a drain és source
tartomanyokba erésen kell adalékolni, hogy a kontaktus -GhmiKUs- legyen.

3. A CMOS képérzékeld eszk6zok miikddése a pixelekben talalhato fotodidda

-fényérzekenyikittiteti- terreszeben lezajls -fotoeffekiuson(generacion)- alapul.

4. CMOS félvezetd technoldgian, CMOS aramkoéri kapcsolastechnikaval megvalositott
inverter kapcsolas tapfesziltség csokkenésével az aramkor késleltetése -.—

5. Bipolaris technolégian megvalésitott integralt aramkorok jellemzé alkatrészei a

6. Egy CMOS technoldgian, CMOS kapcsolastechnikaval megvaldsitott logikai kapu
n-csatornas MOS tranzisztorainak bulk-jat a -BND- potencialra kell kapcsolni.

7. A JFET tranzisztor drain-arama telitéses tartomanyban a -8S- fesziiltséggel

-egyenesen aranyos- kapcsolatban all.

8. Egy tisztatéri laboratériumban a tiszta levegé aramlasa minden esetben a -plafon-bol
-padlé- iranyba torténik, a kiilvilaghoz képest a légnyomas -nagyobb-.

9. A ring-oszcillator -paratian- szamu -inverter-bsl épiil fel.

10. ?

11. Az MFS megmutatja, hogy mekkora a -légkisebb megvalésithato alkatrész-



12. Processzorokban, rendszerchip eszkdzokben a bipolaris technolégia miatt az orajel
frekvencia névekedése megtorpant. A megoldast a €mos adja.

13. Az indirekt rekombinacié mindig -héhatassal- jar, és nem eredményez -fényemissziot-

14. JFET eszkdzoknél az elzarodasi fesziiltség értéke a -Csatorna szelessegetsl- és az

-hosszatel- fugg.

15. Fotolitografiaban alkalmazott 193nm hullamhosszusagu fény alkalmazasaval
-{6bbsz6r6s leképezés- technikaval tudunk Iétrehozni modern CMOS technolégiakban
realizalt, az alkalmazott fény hullamhosszanal 1-2 nagysagrenddel kisebb alakzatokat.

16. Erés inverzi6 kialakulasanak hatarat MOS kapacitasok esetén a -Kissebségi=tobbségi

oltéshordozok szama vagy UES2Fi-nél definialjuk.

17. Modern CMOS technoldégian megvalésitott MOS-FET eszk6zdk gate dielektrikum

anyaga a hagyomanyosan alkalmazott -gziliciimdioxid- helyett, -high®K - alapu
rétegstruktira lett.

18. Egy egyszeri foldelt source-u erdsité alapkapcsolas erésitésének meghatarozasara
-AC- szimulaciét érdemes futtatni.

19. A MOS tranzisztor aramanak hémérsékletfiiggése a -kilszobfesziiltség- ¢s a

~Kissebségi toltéshordozok mozgekonysaganak- homérsekletfiiggésébdl szarmazik. (il

20. A drift tranzisztorok esetén a diffuzios toltésfelhalmozas csokkentése érdekében

-inhiomogen bazist- alkaimazunk.

1. A MOS-FET tranzisztorok elénye - a bipolaris technolégian megvalésitott
tranzisztorokkal szemben -, hogy a transzkonduktancia értéke szabadon valtoztathato a(z)

§SBoTA SZ16S86q BEINGRSE- valoztatasval,

2. A ring-oszcillator frekvenciaja az azt felépit6 inverterek -Szamatol- és a(z)

-Kapukésleltetéstsl- figg.

3. A foldelt source-U er6sit6 alapkapcsolas kisjelli fesziiltségerésitése a(z) Ugs és a(z) Ut
(vagy) (Id) figgvénye (A csatornaellenallast elhanyagoljuk!). (szerintem itt tobb lehet)

4. Az aktualis, modern rendszerchip eszkdzok tdmegtermelése soran alkalmazott
szilicium szelet atmérsje -800mm-, az alkalmazott csikszélesség pedig -14nm-.




5. Integralt aramkorok fellletén gyakran kiulonb6z6 szinl részeket lehet
megkiilénbdztetni. Ez a kiilénb6z6 vastagsagu -0Xid- réteggel fedett ? a(z) -fény

interferencia- jelenségnek kdszonhetd.

6. Modern MOS-FET eszk6zdk esetén a bulk adalékolassal megegyez6, er6sen adalékolt
mély ion-implantaciés zsebet alakitanak ki a(z) -atSzlras- jelenség megelézésére.

7. Egytranzisztoros kapcsolasokban az aktiv terhelés azt jelenti, hogy a terhel6ellenallast

kicserélték egy tranzisztorra. (inkabb tranzisztorokra szerintem)

8. Modern MOS-FET tranzisztorok (45nm) kialakitasanal azért hoznak létre szilicid

réteget, hogy kontaktus alakuljon ki és a -(feléledési vagy sebességtelitédési)(iipp)- idot

csokkentseék.

9. A CCD képfelvevs eszkdzok miikodése a fényérzékeny struktira térrészben lezajlé

fotoeffekilison alapszik

9. 0.35um CMOS félvezetd technolégian, CMOS aramkori kapcsolastechnikaval
megvalositott ringoszcillator oszcillacios frekvenciaja a hdmérseéklet ndvelésével

PrObA ViZsGa:
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1. vizsga

1. A diffiziés hossz megmutatja, hogy mekkora az az atlagos -???-Tavolsagot
,ameddig egy -??77?-Kissebsegi??? toltéshordozo bediffundal a homogén
adalékolasu témbbe.

2. a - folytonossagi/diffuziés - ez elhangzott vizsgakonzin) egyenleteknek
koézponti szereplk van a félvezet eszkdzok miikédésének leirasaban.

Szerintem karakterisztikus egyenleteknek de nem tudom mire gondoltak

Szerintem Is A Karakterisztukus egyenletek

A didda lIényegében egy tokozott -?777-. Karakterisztikaja idealis esetben -?7?- ,de ezt
nagy aramsiriségeknél a -???- kiegyenesiti.

Pn atmenet, exponencialis



A savdiagrammon a vezetési és a vegyertéksav kozotti tartomanyt tiltott savnak
nevezzuk

A MOS tranzisztor a trioda tartomanyban fesziiltségvezérelt gllenallas , mig a
telitéses tartomanyban fesziltségvezérelt aramforraskent viselkedik

A CMOS gyartastechnoldgiak esetén az daramkori vezetékezés (0sszekdtések)
kialakitasara Low=K anyagokat alkalmazunk, és -???- technikaval tudunk
mintazatot kialakitani.

CMOS képérzékelbkben talalhatéd fotodidda mikddése soran a beérkezé fotonok
tolieshordozokat generalnak, ami az integralasi id6 alatt a zardiranyu feszultség
erték folyamatos csokkeneseét okozza.

CMOS technoldgian megvalodsitott MOS-FET eszk6zok gate dielektrikum anyaga
leggyakrabban High-K

Az n-csatornas MOS-FET tranzisztor kiiszobfeszliltsége né, ha a bulk potencialjat
(a source elektrodahoz képest) esokkentjuk

2. vizsga (aka: retekszar)

1.

A stacked-die struktura felsé része ??? a k6zéps6 egy ??? és az also rész felel a
2?7

Ha a MOS kiiszobfesziltségét csokkenteni akarom akkor CO novelem és a bulk
adalékslirisége csokkentem.

A diffuzids potencial alakulasaban nagy szerepet jatszik a bulknak az ?7??

A csatorna elzarédasa utan a MOS telitéses izemmodban dolgozik és a drain
feszlltség nincs hatassal az aramra

A modern chipek fémezéséhez low-K anyagokat alkalmaznak ilyen példaul a
CDO,SIOC,FDO...

A képen lathaté alkatrész egy ???

A CCD integralasi ideje alatt a kapacitas kicsit né (nem vagyok biztos benne)

Ennyire emlékeztem Sok sikert! (2018.06.09)



